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The invention concerns an indicator, whose active medium in particular out; or electro- 
chemical materials exists. Liquid crystal and electro-chemical indicators are 
implemented usually in such a way that a layer from the active medium, thus for example 
liquid crystal, between two glass plates is arranged. These glass plates have numerous 
electrodes, which according to the one which can be represented; are arranged. 
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Patentanspruch nicht auf ihrc Punkdon hin flberpruft Dies fuhrt entwe- 

der zu hohem technologischen Aufwand oder zu groBen 
Anzeigevorrichtung, mit emera aktiven Medium Ausbeutcveriusten. 

^insbesondereausRfissigkristallenoderclektro- Der vorEegenden Erfindung Begt die Aufgabe zu- 
chemlschen Werkstoffen bestehend, bei der jedem 5 grunde, eine Anzeigevorrichtung der eingangs genaan- 
Bildpunkt mehrere unabhangig ansteuerbare Steu- ten Art anzugeben, die eine echdhte Fehlersicherhejt 
erelektroden zugeondnet sind, dadurch gekenn- aufweist 

zeichnet, Diese Aufgabe wird erfmdungsgemfifl durch die 

daB in mindestens cine das aktive Medium (A)bt- kennzeichnenden Merkmale aus dem Anspruch 1 ge- 
grenzende Wand, die aus einer Halbleitereinheit 10 lost 

(H) besteht, Ansteuerscbahungen zur Ansteuerung Vorteflhaf terweise ist in die Halbleitereinheit, die das 
der Steuerelektroden (Ei) des aktiven Mediums (A) aktive Medium begrenzt, die Testschaltung integriert 
integrien sind, und zur Verbindung nur fehlerfreier Steuerschaltungen, mit 

daB eine Testschaltung vorhanden ist, die dafDr den Steuerelektrodea 

sorgt, dafl nur fehlerfreie Wege zu den Steuerelek- 15 Eine Anzeigeyorrichtung nach der Erfindung erm&g- 
troden fE)durchverbindbar sind. licht Qberdies einen geringeren Aufwand fur die Zulei- 

tungen zu den einzelnen Elektroden. 
Beschreibung In mindestens eine das aktive Medium begrenzende 

Wand, die aus einer Halbleitereinheit besteht, sind akti- 

Die Erfmdung betrifft eine Anzeigevorrichtung nach 20 ve Bauelemente und/oder Fotodetektoren uncVodex op- 
dem Oberbcgriff des Anspruchs 1. Eine solche Anzeige* tische Strahlungsquellen integriert 
vorrichtungist aus DE-OS 25 02 794 bekannt Die Erfindung ermOgJicht also eine Anzeigevorrich- 

Flussigkristali- and elektrochemiscbe Anzeigevor- tung, die mil sehr wenigen BuBeren Zuleitungen aus* 
richtungen werden gewflhnlich so ausgefflhrt, daB eine kommt Hierzu begrenzt die Halbleitereinheit das akth 
Schicht aus dem aktiven Medium, also z. B. der FlUssig^ 25 ve Medium. In diese Wand sind die aktiven Bai<elemente 
kristall, zwischen zwel Glasplatten angeordnet ist Diese integriert wie z. EL Transistoren, Fddeffekttransistoren, 
Claspktten haben zahlreiche Elektroden, die entspre- Fotodetektoren oder optische Strahlungsquellen. 
chendderdarzustellenden Bildstruktur angeordnet smd. Die Flache der Halbleitereinheit wird vorzagswdse 

Wenn komphzierte Bildstrukturen dargestellt werden mindestens gleich der GrdBe darzustellender Symbole 
sollen, sind daher zahlreiche Zuleitungen zwischen den 30 gew&hlt Hierzu hat sich eine Flache von mindestens 
einzelnen Elektroden und den fQr diese vorgesebenen 1 cm 2 als vorteilhaft envies en. Das aktive Medium kann 
Steuerschaltungen erforderiich. Dies wiederum bedingt in einer Vertiefung der Halbleitereinheit angeordnet 
zahlreiche Steck- oder LBtverbindungea was zu ebem werden. Die zur Ansteuerung des aktiven Mediums er- 
hohen Aufwand bei der Herstellung und zu groBer St6r- forderKchen Schaltungen, insbesondere Decodierer 
anffilligkeit ftthrt 35 und/oder Abtastglieder, kOnnen in die Halbleitereinheit 

Aus DE-OS 2050 715 ist ein elektronisch-optischer integriert werden. 
Informationsspetcher in Verbindung mit einera FlQssig- Als optische Strahlungsquellen kBnnen in die Halblei- 
kristall bekannt, bei dem die Ansteuerschaltungen in die tereinheit Lumineszenz-Dioden integriert werden. 
das aktive Medium begrenzende Wand aus einer Halo- Die Halbleitereinheit besteht vorzugsweise aus rao- 
teitereinheit integriert sind. 40 nokristalHnem, polykrtstallinem oder amorphem Halb- 

Aus DE-OS 22 37 273 ist eine Anzeigevorrichtung be- leitermantel, fQr das z. R Silicium, GaAsP, GaAlAs, GaP 
kannt bei der in der Rflckseite der Anzeigevorrichtung oder ZnS verwendet werden kana 
eine integrierte Schaltung vorgesehen tat, bei der eine Zum periodischen Ansteuern verschiedener BiW- 
Vertiefung fttr die Aufnahme des Fltesigkristails in der punkte des aktiven Mediums im Zeitmultiplexbetrieb isi 
ROckseite der Anzeigevorrichtung vorhantien ist und 45 eine Schaltung vorgesehen, die gegebenenfalls auch in 
bei der aktive Elemente auf der dem HQssigkristaU ab- die Halbleitereinheit integriert werden kann. 
gewandten Seite der als Halbleiterschicht ausgebildeten Jedem Bildpunkt des aktiven Mediums sind mehrere 
ROckseite der Anzeigevorrichtung angeordnet sind unabh&ngig ansteuerbare Steuerelektroden zugeordnet 

Aus DE-OS 24 19 170 und aus DE-OS 2549 912 sind Das aktive Medium ist vorzugsweise in der Umge- 
Anzeigevorrichtungen bekannt bei der integrierte 50 bung der Bildpunkte durch kurze Impulse aufheizban 
Schaltungen in der ROckseite der Anzeigevorrichtung Wenigstens ein Foiodetektor kann in der Halbleiter- 
angeordnet sind, einheit integriert werden und durch das aktive Medium 

Bei komplizierten Anzeigestrukturen steigen be- hindurch optisch bestrahlbar sein. AuBerdem konnen 
kanndich die Ausbeuteverluste durch fehlerhafte Schal- zahlreiche Lumineszenz-Dioden in der Halbleiterein- 
tungsbauelemente und Leitungen. 55 he4t integriert werdea deren Strahlung durch das aktive 

Die aus der eingangs genannten DE-OS 25 02 794 be- Medium hindurchtritt 
kannte Anzeigevorrichtung besitzt fiir jeden Bildpunkt Zur weiteren Vereinfachung der Verbindungen zwi- 
mehrere Elektroden mit den entsprechenden Ansteuer- schen den einzelnen Schaltungen und den Stcucrelek- 
schaltungen. Dabei muB die Funktion der Zuleitungen troden verlaufen vorzugsweise quer duch die Halblei* 
technologisch sichergesieih werden. Lehungs-Unrer- 60 terscheibe der HaibieitcrciiihcU IiuL4tdulicitc Bciekihe 
brechungen und damit unerwQnschte OberbrQckungs- oder metallische Strompfade, 

ICurzschlOsse werden durch die Art und Weise der Lei- Als Verbindungen sind Leiterbahnen besonders vor- 
tungs-AnschluBtechnik ausgeschlossen, z. B. durch teilhaft, deren L&nge nftherungsweise gletch der Dicke 
Steckverbtndungen mit Fuhrungssiiften gegen seitlicbe der Halbleiterscheibe ist und deren Durchmesser Wein 
Verschiebungen und mit Verbindungen durch Flachka- 65 gegenuber ihrer Lange ist Diese Leiterbahnen erstrek- 
bei oder auch durch Anbringung aJler elektronischen ken sich in vprteilhafter Weise von der einen zur ande- 
Teile auf den Trager der FlUssigkristall-Anzeige, Die ren groBn&chigen Seite der Halbleiterscheibe. 
Zuleitungen sind dabei aufwendig. Leitungen werden Die Leiterbahnen sind besonders vorteilhaft durch 



PS 27 

3 

Them emigration hersteilbar. 

iN&. hfoIgcnd wird die Erfindung anhand der Zeich- 
nung Danex crlautcrt 

Die Rgur zeigt ein AusnThrungsbewpiel der erfin- 
dungsgernaBen Anzeigevorrichtung, bei der die Ansteu- a 
erschaltung m die RQckwand der Helbleitv^inhcit inte- 
griertist 

Erne Halbleiterscheibe H weist eine geAtzte Vertie- 
fiing auf, in der sich ein akth/es Medium A befindet Die 
Oberf&che der Halbleiterscheibe H ist durch eine diuv 30 
ne Sffiriumdioxidschicht gescmltzt Eine Glasplatte G 
mit einer transparenen Elektrode fi schKeflt die Kam- 
mer mh dem aktiven Medium A ab. In die Halbleiter- 
scheibe Hsind die zur Ansteuerung der FlOssigkristall- 
Dlsplays notwendigen Schaltungen integrierL Die 15 
Schaltangsbauelemente sind in der Rgur letfglich scfae- 
matisch als Transistoren Tangedeutet Writerhin sind 
Metallisierungen M und AuBenanschlflsse K vorgese- 
hen. 

Die Verblndung zwischen den Schaltungsbauelemen- 20 
ten und Steuerelektroden £i der Displays steilen auf 
Mrzestem Wege relativ lange, aber diinne Diffusiom- 
pfade L in der Halbleiterscheibe H her. Diese Diffu- 
sionspfade werden vorzugsweise durch Thermomigra- 
tionhergestellt. 25 

Diese Anzeigevorrichtung ermoglicht sehr komplexe 
Anzeigestrukturen, die jedoch mir sehr wenige AuBen- 
anschlOsse K bendiigen. Weiterhin ist die Verbindung 
zu den Steuerelektroden E\ sehr kurz, wodurch eine 
grofle Zuverlassigkeit erzielt wird 3D 

Besonders vorteilhaft ist die erfindungsgemaBe An- 
zeigevorrichtung einsetzbar, wenn durch cin imegrier- 
tes Schieberegister oder eine fihnliche Baueinheit eine 
zeitenfOrmige Ansteuerung der Displaypunkte im Zeit- 
multiplexbetrieb erfolgL is 

Als Halbleitermaterial ffir die Halbleiterscheibe ist 
vor allem Siheium geeigneL Wenn keine alizu groflen 
Schaltgescbwindigkeiten in der integrierten Schaltung 
gewunscht werden, kann auch polykristallines oder 
amorphes Silicium gegebenenfalls auf einer Trftgerplat- 40 
te verwendet werden. 

Halbleitermaterial mit groflem Bandabstand, wie z> B. 
GaP, GaAsP, GaAlAs, ZnS, erlaubt einen Durchlicht- 
Betrieb der Displays. 

Bei komplizierten Anzeigestrukturen steigen be- 45 
kanntlich die Ausbeulungsverluste durch fehlerhafte 
Schaltungsbauelemente und Leitungen. jedem Bild- 
punkt werden mehrere Elektroden mit den entspre- 
chenden Ansteuerschahungen zugeordnet Im einfach- 
sten Fall werden gelegentlich auftretende fehlerhafte 50 
Teilbildpunkte nicht berucksichtigt Durch eine Tesl- 
schaltung kann aber auch dafQr gesorgt werden, da£ nur 
die fehlerfreien Wege zu den Steuerelektroden £ ( 
durchverbunden werden. 

Die Funktion von Flttssigkristali-Displays ist stark 55 
temperaturabhdngig. Insbesondere versagen sie bei tie- 
fen Temperatures Das Aufheizen des gesamten Dis- 
plays erfordert grofle Energies Es ist daher vorteilhaft. 
die Halbleiterscheibe lokai, insbesondere hnpulsformig, 
aufzuheizen und so den FlOssigkristall beziehungsweise eo 
das aktive Medium A in der N&he der Bildpunkte in den 
Bereich der Arbeitstemperatur zu bringen. Die Heizzei- 
ten kOnnen dabei im Bereich von ca* 100 ms liegen. 

Im Gegensatz zur Figur muB die Halbleiterscheibe 
keine Vertiefung aufweisen, sondern kann das aktive 65 
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Medium >4 am Rand durch eine Giasschtcht Ch begrenzt 
sein. 

Hierzu 1 Blatt Zelchnungen 



